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Juncao P-N
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Diagrama esquematico da juncao p-n, densidade de cargas, potencial elétrico de uma
regiao PN



Juncao P-N
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(a) Basic diode structure and symbol (b) Forward bias

Simbolo retificador usado para Diodo de juncao p-n e juncao P-N polarizada
diretamente (b) e inversamente ( c)

http://www-g.eng.cam.ac.uk/mmg/teaching/linearcircuits /diode.html




Caracteristica Tensao-Corrente
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Figura 5: Caracteristica de tensao-corrente de um diodo p-n ideal (a).
Caracteristica tensao-corrente para um diodo de gérmanio, redesenhada
para mostrar a ordem de grandeza de correntes e cuja escala para
correntes reversas foi expandida. A parte tracejada indica a regido de
ruptura (breakdown) em Vz (b).



5
Tipos de diodos

* Diodo Zenner
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Figura 6: Caracteristica tensao-corrente de um diodo zenner ou de
avalancha,

Diodo opera na regiao de ruptura caso esteja polarizado
inversamente, caso contrario opera como um diodo normal.



5
Tipos de diodos

* Diodo Tunel
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Figura 7: Simbolo de um diodo tunel (a),
modelo para pequenos sinais na regidao
de resisténcia negativa

Diodo com caracteristicas de resisténcia negativa, a resisténcia da barreira de
poténcia depende até certo valor da tensao aplicada, existe um ponto em que esses
portadores encontram como que um tunel por onde podem passar com facilidade,
resultando assim numa curva caracteristica que é mostrada na figura tensao-

corrente.



Tipos de diodos
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